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1. Цели освоения дисциплины
Ц 1: Подготовка выпускника к производственной деятельности в создании материалов с заданными технологическими и функциональными свойствами для различных областей техники и технологии

2. Место дисциплины в структуре ООП

Вариативная часть ООП В.М, дисциплина В.М.6 «Основы кристаллографии».

Для успешного изучения курса студент должен освоить следующие дисциплины (ПРЕРЕКВИЗИТЫ): 
- Б.М.2 «Математика»;

- Б.М.5 «Физика»;
- Б.М.8 «Химия».

Параллельно с данной дисциплиной может изучаться дисциплина В.М.2.1 «Творческий проект» (КОРЕКВИЗИТ).
3. Результаты освоения дисциплины

В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих компетенций (результатов обучения),  в т.ч. в соответствии с ФГОС:
Таблица 1 

Составляющие результатов обучения, которые будут получены при изучении данной дисциплины

	Результаты

обучения

(компетенции из ФГОС)
	Составляющие результатов обучения

	
	Владение

опытом 
	Умения
	Знания

	Р6 Готовность эффективно выполнять трудовые функции по реализации высокотехнологичных производств материалов и изделий
	26. нахождения кристаллографических индексов плоскостей, узлов и направлений, их построения в кристаллических ячейках.
	У.26.33.1. определять элементы симметрии многогранников и структур, определять координационное число и координационный многогранник, описывать основные типы структур.
	З.26.33.1. основ геометрической и структурной кристаллографии.

	
	
	
	З.26.33.2. основ кристаллохимии.


В результате освоения дисциплины «Основы кристаллографии» студентом должны быть достигнуты следующие результаты:

Таблица 2 

Планируемые результаты освоения дисциплины 
	№ п/п
	Результат

	РД1
	знать

элементы симметрии кристаллов, символы узлов, ребер и граней, симметрию кристаллических структур; основы кристаллохимии; 

	РД2
	уметь

определять элементы симметрии кристаллов и структур, определять координационное число и координационный многогранник, описывать основные типы структур;

	РД3
	владеть (методами, приёмами)

методикой кристаллографического индицирования.


4. Структура и содержание дисциплины

Тема 1. Симметрия кристаллов

Введение. Анизотропия и симметрия кристаллов. Закон постоянства углов кристаллов.. Метод кристаллографического индицирования. Кристаллографические проекции. Элементы симметрии кристаллов. Кристаллографические категории, сингонии. Классы симметрии, их обозначения. Формы кристаллов, определение символов ребер и граней.

Тема 2. Симметрия структуры кристаллов

Решетки Бравэ. Элементы симметрии кристаллических структур. Теоремы о сочетаний операций симметрии структур. Пространственные группы симметрии.

Тема 3. Элементы кристаллохимии

Атомный и ионный радиусы, координационное число и координационный многогранник. Число атомов в ячейке, стехиометрия. Плотноупакованные структуры, основные типы структур. Полиморфизм.

Таблица 3. 

Структура дисциплины по разделам и формам организации обучения

	Название раздела/темы
	Аудиторная работа (час)
	СРС

(час)
	Итого

	
	Л
	ПР
	
	

	1. Симметрия кристаллов
	6
	6
	15
	27

	2. Симметрия структуры кристаллов
	6
	6
	15
	27

	3. Элементы кристаллохимии
	4
	4
	10
	18

	Итого
	16
	16
	40
	72


5. Образовательные технологии

Специфика сочетания методов и форм организации обучения отражена в матрице (см. табл. 4).

Таблица 4. 

Методы и формы организации обучения

	Формы
Методы 
	Лекц.
	Пр. зан./

Сем.,
	СРС

	IT-методы
	+
	
	

	Работа в команде
	
	+
	

	Case-study
	
	+
	

	Игра
	
	+
	

	Обучение 

на основе опыта
	
	+
	

	Опережающая самостоятельная работа
	
	
	+

	Поисковый метод
	
	+
	+

	Исследовательский метод
	
	+
	+


6. Организация и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов

6.1. Виды и формы самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов включает текущую и творческую проблемно-ориентированную самостоятельную работу (ТСР).

Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие практических умений и включает:

- работу с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;

- выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ; 

- опережающую самостоятельная работа; 

- перевод текстов с иностранных языков;  

- изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;

- подготовку к к практическим;

- подготовку к контрольной работе, к зачету, экзамену.

Творческая самостоятельная работа включает:

- поиск, анализ, структурирование и презентация информации; 

- выполнение расчетно-графических работ;

- исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и олимпиадах;

- анализ научных публикаций по заранее определенной преподавателем теме;

- анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, проведение расчетов, составление схем и моделей на основе статистических материалов.
На самостоятельную проработку выносятся следующие темы дисциплины:

1. Вывод и описание 32 классов симметрии. 

2. Углубленное изучение основных типов структур.

Образцы тем индивидуальных заданий (выдаются по усмотрению преподавателя для отстающих студентов на проработку пропущенной темы):

Задание № 1.
Метод кристаллографического индицирования, закон целых чисел. 

Задание № 2.

Кристаллографические сингонии и системы координат.

Задание № 3.
Элементы симметрии кристаллических структур.

6.2. Контроль самостоятельной работы

Оценка результатов самостоятельной работы организуется следующим образом:
- выполнение индивидуального домашнего задания – 4 балла;
- выполнение домашней контрольной работы – 2 балла;

- поиск, анализ, структурирование и презентация информации – 4 балла.

7. Средства текущей и промежуточной оценки качества освоения дисциплины
Оценка качества освоения дисциплины производится по результатам следующих контролирующих мероприятий:

	№ п.п.
	Контролирующие мероприятия
	Результаты обучения по дисциплине

	1
	Выполнение и защита практического занятия № 1
	4 балла

	2
	Выполнение и защита практического занятия № 2
	4 балла

	3
	Выполнение и защита практического занятия № 3
	4 балла

	4
	Выполнение и защита практического занятия № 4
	4 балла

	5
	Выполнение и защита практического занятия № 5
	4 балла

	6
	Написание контрольной работы № 1
	7 баллов

	7
	Выполнение и защита практического занятия № 6
	4 балла

	8
	Выполнение и защита практического занятия № 7
	4 балла

	9
	Выполнение и защита практического занятия № 8
	4 балла

	10
	Выполнение и защита практического занятия № 9
	4 балла

	11
	Выполнение и защита практического занятия № 10
	4 балла

	13
	Презентации по тематике исследований во время проведения конференц-недели
	6 баллов

	14
	Написание контрольной работы № 2
	7 баллов

	15
	Экзамен
	Не более 40 баллов


Для оценки качества освоения дисциплины при проведении контролирующих мероприятий предусмотрены следующие средства (фонд оценочных средств):
Образцы контрольных работ
Контрольная работа №1

Вариант 1. 

1. Понятие о пространственной решетке и элементарной ячейке.

2. Элементарные ячейки Браве.

3. Кристаллографические индексы плоскости.

Вариант 2.

1. Правила выбора элементарной ячейки.

2. Особенности индицирования плоскостей в гексагональной сингонии.

3. Кристаллографические индексы направления.

Вариант 3.

1. Примитивные и сложные элементарные ячейки.

2. Кристаллографические индексы узла.

3. Порядок нахождения индексов направления.

Контрольная работа №2

Вариант 1. 

1. Определение межплоскостных расстояний.

2. Определение угла между направлением и плоскостью.

3. Элементы симметрии кристаллических многогранников.

Вариант 2.

1. Определение угла между кристаллографическими направлениями в кубической сингонии.

2. Условие зональности для определения индексов направления, по которому пересекаются две плоскости в решетке.

3. Доказательство невозможности оси симметрии пятого порядка в кристаллических многогранниках

Вариант 3.

1. Определение углов между плоскостями.

2. Задача о нахождении индексов плоскости, если известна индексы любых двух направлений, принадлежащих этой плоскости.

3. Классы симметрии.

8. Рейтинг качества освоения дисциплины 
Оценка качества освоения дисциплины в ходе текущей и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется  в соответствии с «Руководящими материалами по текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов Томского политехнического университета», утвержденными приказом ректора № 77/од от  29.11.2011 г.

В соответствии с «Календарным планом изучения дисциплины»:

- текущая аттестация (оценка качества усвоения теоретического материала (ответы на вопросы и др.) и результаты практической деятельности (решение задач, выполнение заданий, решение проблем и др.) производится в течение семестра (оценивается в баллах (максимально 60 баллов), к моменту завершения семестра студент должен набрать не менее 33 баллов);

- промежуточная аттестация (экзамен, зачет) производится в конце семестра (оценивается в баллах (максимально 40 баллов), на экзамене (зачете) студент должен набрать не менее 22 баллов).

Итоговый рейтинг по дисциплине определяется суммированием баллов, полученных  в ходе текущей и промежуточной аттестаций. Максимальный итоговый рейтинг соответствует 100 баллам. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. Шаскольская М.П. Кристаллография: Учебное пособие для втузов.– 2-е изд. перераб и доп. – M., 1974, – 376 с.

2. Егоров-Тисменко Ю.К. Кристаллография и кристаллохимия: Учебник. – М., 2005, – 592 с.

Дополнительная литература:

1. Кузьмичева Г.М. Основные разделы кристаллографии. Учебное пособие. – М., 2002. – 80 с.

Internet–ресурсы:

http://www.materialscience.ru/

http://elibrary.ru/

http://portal.tpu.ru/SHARED/m/MSV
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Указывается материально-техническое обеспечение дисциплины: технические средства, лабораторное оборудование и др.
	№

п/п
	Наименование (компьютерные классы, учебные лаборатории, оборудование)
	Корпус, ауд., количество установок

	1
	Компьютерный класс
	8 корп., 108 ауд., 15 компьютеров

	2
	коллекция многогранников;

коллекция кристаллических структур;

контрольно-измерительные приборы и аппаратура
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Программа одобрена на заседании кафедры каф. ММС ИФВТ
(протокол № 142 от «26» июня 2015 г.).

Автор _____________ С. В. Матренин

Рецензент ____________ Б. С. Зенин
